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El temario consta de cuatro bloques:

Introduccion (propiedades electrénicas y dpticas de los semiconductores).
LEDs.

Diodos laser.

Fotodiodos y células fotovoltaicas.

La asignatura se desarrollara mediante:
Clases teodricas
Sesiones de problemas

Propiedades estructurales, electronicas y Opticas de los semiconductores

Diodos emisores de luz (LEDs): fundamentos, estructuras, caracteristicas y aplicaciones

Diodos laser: fundamentos, estructuras, caracteristicas y aplicaciones

Fotodiodos: Principio de funcionamiento, caracteristicas, tecnologia y otros dispositivos relacionados.

1.- Entender el principio de funcionamiento de los principales dispositivos optoelectrénicos

2.- Comprender las caracteristicas de funcionamiento relevantes de los dispositivos optoelectrénicos y su relacién con
la tecnologia de fabricacion.

3.- Conocer las aplicaciones de los dispositivos y de los sistemas optoelectronicos.

4.- Ser capaz de analizar las hojas de especificaciones de dispositivos reales, relacionando la informacion de éstas
con los conocimientos vistos en teoria, extrayendo datos implicitos y efectuando una valoracion del dispositivo.

5.- Adquirir una visién representativa de algunas de las principales tendencias de innovacion tecnol6gica en este area.

Tema 1- Propiedades basicas de los semiconductores

Motivacion. Propiedades basicas de la luz. Estructura de bandas de los semiconductores. Familias de
semiconductores. Dopantes. Estadistica de portadores. Concentracion de portadores. Fendmenos de generacion y
recombinacion. Centros profundos. Eficiencia de recombinacion radiativa. Pseudo-niveles de Fermi.
Heteroestructuras. Técnicas de crecimiento epitaxial.

Tema 2- Propiedades Opticas de los semiconductores

Transiciones Opticas banda a banda. Absorcién de luz. Emision espontanea y estimulada. indice de refraccion.
Modificacion de las propiedades 6pticas con la temperatura y con las inhomogeneidades. Propiedades Opticas de las
heteroestructuras.

Tema 3- Diodos emisores de luz (LEDS)

Luminiscencia por inyeccion de portadores en uniones p-n. Respuesta espectral. Eficiencia de emision.
Caracteristicas I-V. Caracteristicas P-l. Respuesta angular. Unidades fotométricas. Fiabilidad y parametros térmicos.
Respuesta en frecuencia. Polarizacién del LED.

Tema 4- LEDs especificos: estructura, caracteristicas y aplicaciones

IREDs de GaAs. IREDs de AlGaAs. IREDS para 22 ventana. LEDs de GaP y GaAsP. LEDs rojos de AlGaAs. LEDs de
AlGalnP. LEDs de nitruros. Carta cromatica. LEDs blancos. Aplicaciones de los LEDs. Tecnologias emergentes para
LEDs.
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Tema 5- Diodos laser (LD)

Ganancia neta en semiconductores. Inversién de poblacion en uniones p-n. Cavidades Opticas. El diodo laser:
condicién de oscilacion. Caracteristicas P-I: corriente umbral y parametros de eficiencia. Dependencia de la corriente
umbral con la temperatura. Laseres de confinamiento separado. Distribucién espectral. Laseres monomaodo.
Confinamiento lateral. Caracteristicas del haz. Respuesta en frecuencia: andlisis cualitativo. Fiabilidad.

Tema 6- Diodos laser especificos

Diodos laser de AlGaAs de baja potencia. Diodos laser de visible. Emisores para la 22 y 32 ventana. Estabilizacion y
ajuste de longitud de onda. Diodos laser de alta potencia. Laseres de emisién por superficie.

Tema 7- Fotodiodos (PDs)
Motivacioén. Principio de funcionamiento de los fotodiodos. Estructura de los fotodiodos. Eficiencia y respuesta

espectral. Caracteristicas eléctricas. Circuitos basicos con fotodiodos. Respuesta en frecuencia. Fotodiodos Schottky.
Fotodiodos de avalancha.

Tema 8- Células solares

Energia solar fotovoltaica. Caracteristicas eléctricas de las células solares. Tipos de células solares. Médulos y
sistemas fotovoltaicos

Programa Préctico

Evaluacion

Examen de la asignatura consistente en el andlisis de la hoja de especificaciones de un dispositivo optoelectronico
comercial con cuestiones tedrico-practicas sobre el mismo.

Opcionalmente, trabajos complementarios no presenciales y un ejercicio presencial gue contribuiran a la nota.
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La documentacion especifica en formato electrénico se podra descargar desde esta pagina web.
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